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GC 112

Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11811 fur Steuer- und
Regelzwecke mit induktiver Last und hoher Sperrspannung, besonders in Ablenkeinheiten

von TV-Empfdéngern.
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Masse ca. 0,8 g
Warmewiderstand Rtnja = 0,38 grd/mW
Wiarmewiderstand Rinje = 0,05 grd/mW
Grenzwerte; gliltig fur den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Emitter-Spannung -Uces = 80V
Emitter-Basis-Spannung -Ueso = 20V
Kollektorstrom -l == 150 mA
Basisstrom -ls == 50 mA
Sperrschichttemperatur 9 = -}-80°C

Betriebstemperaturbereich

—25°C bis +65°C
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Statische Kennwerte

Kollektor-Basis-Reststrom
-Uce = 6V
Kollektor-Emitter-Reststrom
= 80V
Emitter-Basis-Reststrom
-Ugs = 10V

‘UCES

Dynamische Kennwerte

Ubergangsfrequenz
-Uce = 6V
-le = 2 mA

KurzschluBstromverstérkung
-Uce = 6V

~le == 2mA

f = 1kHz

Spezialmessung:

Kollektorstrom nach angegebener Schaltung:

-leeo
-lces

-leso

ir

haie

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

Min, Typ

300 uA

300 kHz

10

R=28k
L=10H

Max.

10 uA

500 pA

50 uA

80

Transistor GC 112

8.69

26

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)

Stammbetrieb



